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Жоба аты 

 

AP09058014 «Ядролық сәулеленудің ірі кремнийлі 

детекторларының түзілуінің физикалық ерекшеліктері» 

Жоба өзектілігі 

 

Өзектілігі мен жаңалығы: екі жақты диффузия мен дрейф 

кезінде үлкен өлшемді ядролық сәулелену детекторларында 

болатын физикалық процестерді терең теориялық зерттеу si 

(Li) p-i-n түзілуінің физикалық ерекшеліктерінің теориялық 

негізін құруға үлкен үлес болып табылады  

Ноу-хау: екі жақты дрейф және диффузия арқылы кремний 

ядролық сәулелену детекторларын алудың жаңа тәсілі 

дәстүрлі әдіспен салыстырғанда детекторларды алу уақытын 

4 есе азайтады. 

Жоба мақсаты 

 

Үлкен диаметрлі кремнийдің көлемді монокристалдарына 

негізделген жоғары тиімді ядролық сәулелену детекторларын 

өндірудегі физикалық процестерді зерттеу және жартылай 

өткізгіш көлемді кристалдардағы литий атомдарының 

диффузиясы мен дрейфінің физикалық процестерін 

температура мен электр өрісіне әсер ету арқылы зерттеу және 

оңтайландыру.  

 

Жоба міндеттері Үлкен диаметрлі және үлкен қалыңдықтағы кремний 

пластиналарының физикалық қасиеттерінің ерекшеліктерін 

зерттеу. 

Үлкен көлемдегі кремнийдің монокристаллында литийдің екі 

жақты диффузиясының физикалық ерекшеліктерін зерттеу. 

Литий иондарының екі жақты дрейфі әдісімен алынған үлкен 

мөлшердегі кремний-литий құрылымдарында өтетін 

физикалық процестерді зерттеу. 

Үлкен өлшемдегі кремний – литий p-i-n құрылымдарының 

қасиеттеріне біркелкіліксіздіктің әсерін зерттеу. 

Үлкен өлшемдегі p–i-n кремний-литий детекторларының 

қалыптасуына импульсті электр өрісінің әсерін зерттеу. 

Үлкен көлемдегі монокристалды кремнийдің  физикалық 

шарттары мен компенсациялық  жұмыс режимдерін анықтау. 

Литий иондарының таралуын және үлкен мөлшердегі 

кремний – литий p-i-n құрылымдарының компенсация 

дәлдігін зерттеу. 

Үлкен өлшемдегі детекторлық құрылымдардың 

электрофизикалық сипаттамаларына бөлім шекараларының 

әсерін зерттеу. 

Детекторлық құрылымдардың электрофизикалық және 

спектрометриялық сипаттамаларын зерттеу. 

Күтілетін және қол 

жеткізілген нәтижелер 

Үлкен диаметрлі және үлкен қалыңдықтағы кремний 

пластинкаларының физикалық қасиеттерінің ерекшеліктері 

зерттелді. Бастапқы материалдың қасиеттері зерттелді. 

Сезімтал қабат ені 4 мм-ден асатын үлкен диаметрлі 

детекторларды (≥ 100 мм) алу үшін литий диффузияның 

оңтайлы режимі анықталды; қарсы электр өрісінің әсерін 

ескере отырып, екі жақты дрейф кезінде электр өрісінің 

таралу профильдерінің математикалық үлгілері алынды.  



Кристалл торының біртекті еместігінің потенциалдық 

өрістерінің әсерінен бөлшектердің траекториясының 

математикалық моделі алынды.  

Импульстік электр өрісі дрейфтік процесті жылдамдататыны 

және кремний кристалының бүкіл көлеміне литий 

иондарының таралуының біртекті еместік дәрежесін 

төмендететіні анықталды; детекторларды жасау кезінде 

кремнийдің температуралық және дрейфтік компенсация 

режимдері анықталды; екі жақты дрейфі бар кремний 

кристалындағы литий иондарының ағынының 

тығыздығының моделі алынды; детектордың өлі қабатының 

оңтайлы енін алу әдісі көрсетілген, соның арқасында 

детекторлар ток сезімталдығының өте жоғары деңгейіне ие.  

Ядролық сәулелену детекторының эквивалентті сұлбасы 

алынды, оның электрлік қасиеттері зерттелді, детектор 

құрылымдарының құрастырылған эквивалентті тізбегіне 

альфа-бөлшектердің әсері имитацияланды. 
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